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Elektrotechnika — Elektronika I.

(Sarkdzi: Elektrotechnika |. 33-36; 204 — 220)



Félvezetdk

El6zmenyek:
Egyes anyagok egyeniranyité tulajdonsagokat mutatnak
Pl. galenit, réz-oxid, szilicium - kristalydetektorok

Felvezetok felhasznalasa
Ge (0,7eV), Si (1,1eV) (4 vegyértékelektron)

Szigetel6k — félvezetbk - vezetdk

E A
Vezetési sav

NN Tttt sav

Vegyértéksav




Félvezetdk (2)

Tiszta (intrinsic) félvezet6
Szomszedos atomok kovalens kotese
Elektiron és lyuk keletkezése, majd rekombinacio

Feszilltség hatasara (csekély) aramvezetés, h6 hatasara
novekszik

Szennyezés:
A vezetési tulajdonsagok javitasa (0,01eV)

Szennyezés 5 vegyértekl atommal (foszfor, arzén,
antimon) — ,n” tipusu szennyezés, szabad elektron




Félvezetdk (3)

Szennyezés 3 vegyértekl atommal (bor, aluminium,
gallium) — ,p” tipusu szennyezés, szabad lyuk

Aram a félvezetében
Driftaram: villamos tér hatasara Iétrejové aram

Diffuzios aram: toltéskoncentracio-kulonbseg hatasara
létrejovo




Egyréetegl felvezetok alk.

Héellenallas (termisztor)
Ri= Rysq "exp(QU/KT)
R,.q7 = R, *exp(-b*dT)

Fényellenallas

Hall-generator
U, = k/d*B I




P-n atmenet

P és n réteg 0sszeillesztése (valdsagban eltérd
szennyezes)
Nagy diffuzidés aram indul, kidritett réteg (tértoltési
tartomany) jon létre
A szétvalasztott tOltések diffuzidés potencialt hoznak
létre: ez a diffuziés arammal ellentétes driftdramot
indit
Allandosult allapotban egyensuly a két aram kozétt,
0sszeguk nulla




P-n atmenet (2)

Feszilltséget kapcsolva a p-n atmenetre:

P:+, n:-

Kilritett réteg szélessége csokken, diffuzidés potencial
csOkken, driftaram csdkken, diffuzidés aram né
(tObbségi toltéshordozdk arama)

P:-, ni+
Kilritett réteg szélessége n6, csak kismértékd driftaram




Félvezetd didda

Félvezetd didda: p-n atmenet

kT
I[,=1.e"", aholl, =10"°A; U, =— =26mV
q

lua 10uA 0,1TmA TmA
420mV 480mV 540mV 600mV

10mA
660mV




Didda karakterisztika

Valds karakterisztika, hataradatok (Si, Ge)
A karakterisztika kbzelitése

Munkapont, statikus és dinamikus ellenallas




Didda felhasznalasa

Polaritasvédelem
FeszUltseg-ejtes, fesziltség stabilizalas

Egyeniranyitas
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Shottky dioda

Fem-félvezet6 atmenet
(n tipusu félvezetd és fém atmenete: potencialgat)

Nincs toltéstarolas, nagyon gyors
Karakterisztikaja meredekebb




Zener (Z) didda

Karakterisztika, jellemzd pontok

Felhasznalasa: stabilizalas, feszultség-ejtés







